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В данной работе изучались диэлектрические свойства наноостровковых металлических систем, для чего проведены измерения  температурных зависимостей активной и реактивной дифференциальной проводимости структур на основе металлических наноостровов Co, W, FeNi. Диэлектрическая проницаемость пленок определялась из анализа зависимостей реактивной проводимости пленок.   Обнаружено, что низкочастотная эффективная диэлектрическая проницаемость имеет сложную зависимость от частоты электрического поля, на которой происходят измерения. Найдено, что на частотах электрического поля  f = 1кГц диэлектрическая проницаемость является аномально высокой положительной величиной ε  ≈ 108 (в проводящих системах на низких частотах диэлектрическая проницаемость является отрицательной величиной). С увеличением частоты электрического поля величина диэлектрической проницаемости уменьшается, а в однослойной FeNi пленке  с  толщиной d=8 Å на частоте f ≈ 10 кГц величина диэлектрической проницаемости ровняется  нулю (ε  ≈ 0). При дальнейшем увеличении частоты электрического поля диэлектрическая проницаемость выше указанной пленки  становится отрицательной  величиной  и на частоте f = 100кГц достигает значения  ε  ≈ -108.  

Установлено, что рост диэлектрической проницаемости измеренных  проводящих пленок с уменьшением частоты электрического поля  наблюдается на тех же частотах, на которых  в пленках наблюдается возникновение и рост 1/f шумов.  Очевидно, что рост эффективной диэлектрической проницаемости проводящих островковых пленок  и рост 1/f шумов в этих пленках с уменьшением частоты электрического поля имеют одну и ту же причину и  связан с  активационными  или туннельными процессами в островковых пленкахРассмотрены механизмы поляризации пленок. Показано, что механизм поляризации островковых металлических пленок  может быть связаны с тремя различными процессами.
Первый процесс связан с мнимой компонентой проводимости пленки, и он дает отрицательный вклад в  величину диэлектрической проницаемости пленки.

 Второй процесс,  возможно, связан с существованием в структурах конечных кластеров. Конечные кластеры в структурах могут создать в пленке геометрические емкости. В этом случае величина емкости от частоты электрического поля не зависит. 

Третий процесс может быть ответственен за рост  величины диэлектрической проницаемости с уменьшением частоты электрического поля.  Мы его связываем  с активацией и туннелированием электронов с одного нейтрального островка на другой или генерацией электронов на островок из ловушек, которые могут существовать в диэлектрическом слое между островами.  Справедливость данного вывода основано на качественном совпадении  частотной зависимости  роста диэлектрической проницаемости и ростом  1/f-шумов с уменьшением частоты электрического поля. 







